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低コスト 高い耐久性 環境調和性

薄膜軽量、高耐久性、環境調和性を活かし
あらゆる場面での発電に応用

－炭化水素ガスによるCVD成膜

【DLC太陽電池の作製方法】【DLC太陽電池の特長】

－薄膜軽量

多接合化による高効率化

－バンドギャップ制御

形状がフレキシブルで、適用範囲が広い
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DLC太陽電池断面TEM像 作製したデバイス例
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DLC太陽電池の開発

DLC太陽電池による発電用途の拡大

DLCの微細構造イメージ

－固体炭素原料によるPVD成膜
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フッ素添加によりDB数が減少し、変換効率が向上 ノンドープ層の導入により変換効率が大幅に向上
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電子スピン共鳴法によるDB数測定

フッ素含有量

非晶質半導体の欠点

ー ドーピングによる欠陥準位の発生
ー電子の流れが欠陥準位で妨げられる

ノンドープ層

－ ドーピングなしのDLC層

－電子の再結合が低減
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電圧電流特性測定
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フッ素添加による
DBの低減

ダングリングボンド（DB） ： ドーピング効果を妨害し、変換効率を低下させる
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pn接合のエネルギー準位図

ノンドープ層有りのエネルギー準位図
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大きな構造物 ウェアラブルデバイス

【pin構造太陽電池の開発】【フッ素添加DLC太陽電池の開発】
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